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Abstract (en)
The component (200) has semiconductor layers epitaxially formed onto a semiconductor substrate layer (201) and comprising an active zone (203)
and a waveguide layer (202). An entrance facet and an exit facet are laterally located with respect to the zone. The zone is designed to absorb
pumped optical radiation of a wavelength by multi-photon absorption and to generate an optical radiation of another wavelength that is shorter
than the former wavelength. The zone comprises a quantum well (205) surrounded by barriers (206), which have a wider band gap than that of the
quantum well. Independent claims are also included for the following: (1) a frequency conversion system (2) a method for operating a semiconductor
component (3) a method for manufacturing a semiconductor component.

Abstract (de)
Es wird ein kantenemittierendes Halbleiterbauelement (200) beschrieben, das eine Halbleitersubstratschicht (201) und auf der
Halbleitersubstratschicht (201) epitaktisch aufgewachsene Halbleiterschichten (202, 203, 204, 205, 206) umfasst. Die Halbleiterschichten (202, 203,
204, 205, 206) umfassen eine aktive Zone (203) und eine Wellenleiterschicht (202). Das erfindungsgeméaBe Halbleiterbauelement (200) zeichnet
sich dadurch aus, dass die aktive Zone (203) ausgelegt ist, optische Pumpstrahlung (304) einer ersten Wellenlange durch Mehrphotonenabsorption
zu absorbieren und eine optische Strahlung (306) einer zweiten Wellenlange zu erzeugen, die kirzer als die erste Wellenlange ist. AuBerdem wird
ein System (300) zur Frequenzkonversion mit dem Halbleiterbauelement (200) und einer Pumplaserdiode (302) beschrieben sowie ein Verfahren
zum Betreiben eines Halbleiterbauelements (200) und ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements (200).
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